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1. Considere o circuito da fig. 1. 

a) Supondo o AmpOp ideal, calcule o ganho Av(s) = Vo / (V1 - V2) e desenhe os 
respectivos diagramas de Bode de amplitude e fase, devidamente cotados. 

b) Admitindo agora que o AmpOp tem correntes de polarização de 20 µA nas duas 
entradas, indique qual é, justificando e comentando, o desvio na saída. 
Determine ainda a tensão de desvio na saída se o AmpOp tiver um desvio de 
tensão (offset) à entrada VOS = ± 5 mV. 

 

2. Considere o circuito rectificador da fig. 2.1, alimentado por uma tensão 
sinusoidal de valor eficaz 220 V e frequência 50 Hz. Os díodos, em 
condução directa têm VD = 0,7 V. 
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a) Calcule o valor da capacidade por forma que a ondulação residual da 
respectiva tensão seja inferior a 1 V e desenhe a forma de onda, 
devidamente cotada, da tensão aos terminais do condensador. 

Considere agora o circuito regulador da fig. 2.2, alimentado por uma 
tensão rectificada que pode variar entre 10 e 11 V. O zener tem 
rZ = 10 Ω, IZK = 1 mA e VZ = 5,6 V @ IZ = 20 mA. 

b) Calcule o valor máximo admissível para R por forma a que o circuito 
seja capaz de fornecer uma corrente de 10 mA à carga, com 
regulação. 

c) Admitindo R = 390 Ω e RL = 1 kΩ, determine os valores máximo e 
mínimo da tensão na carga. 

 

3. Considere o circuito da fig. 3, em que o MOSFET (de depleção) apresenta IDSS = 2 mA, Vt = 2 V e VA_mos = 50 V, 
enquanto o transístor bipolar tem β = 100 e VA_bjt = ∞. Lembre-se que, na região de saturação do MOSFET, 
iD = IDSS (1 – vGS / Vt)2 e que ( ) DSSDtmosm IIVg /2_ = , enquanto 
para o BJT, gm_bjt = IC / VT e  rπ = β / gm. 
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a) Calcule as polarizações do circuito, supondo que RL é 
“suficientemente” pequeno. 

ATENÇÃO : Independentemente dos valores obtidos na alínea a), 
tome para as alíneas seguintes ID = 0,7 mA e IC = 2,5 mA. 

b) Determine o valor das resistências de entrada, Ri, e de saída, Ro. 
Qual seria, dum ponto de vista prático, a alteração no valor de Ro, 
resultante de se considerar que VA_bjt ≠ ∞? 

c) Calcule o valor do ganho, para pequenos sinais e médias 
frequências, Ai = io / is. 

d) Admitindo agora que Ai = 2,5 mA/mA, se is = ± 0,4 mA, qual o valor máximo que RL pode ter por forma a que o 
transístor T2 se mantenha no modo activo? 

e) Indique em que consiste um transístor bipolar estar saturado e quais as características que apresenta nessa situação. 
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